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Lista zadan 4

Zadanie 1.

Na rys. 1 przedstawiono schemat symetrycznego wzmacniacza roznicowego
zrealizowanego na tranzystorach BC107A. Wyznaczy¢ warto$ci elementéw tak aby
wzmocnienie réznicowe uktadu Kur bylo réwne 50 [V/V]. Obliczy¢ wartosci napigé
zasilajacych uktad oraz poda¢ warto$ci réznicowej rezystancji wejsciowej Rwer 1 rezystancji
wyjsciowej Rwy wzmacniacza. Do obliczen przyja¢ Rei R, = 0.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ warto$ci rezystorow R., Re, tak aby zwigkszy¢ liniowo$é
wzmacniacza o 50% 1 ponownie wyznaczy¢ wartosci pozostatych elementéw 1 napigé
zasilajacych, tak aby wzmacniacz spetnial wezesniejsze zatozenie Kyr = 50 [V/V].

Do obliczen zatozy¢ punkty pracy tranzystorow T1 1 T2: Ucgq = 3V, Icq = 2mA. Wartosci
elementéw modelu hybryd Tttranzystorow wynosza: 1y = 2.57kQ, rce = 58.5kQ, gn = 78.4mS.
Rezystancja obcigzenia Ry jest rowna 2.2kQ. Dla tranzystoréw Ts, Ts, rowniez typu BC107A,
pracujacych w ukladzie lustra pradowego przyjac napigcie Early’ego Ua rowna 100V.
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Rys. 1. Schemat symetrycznego wzmacniacza roznicowego

Zadanie 2.

Na rys. 2 przedstawiono schemat niesymetrycznie obcigzonego wzmacniacza
réznicowego zbudowanego na tranzystorach bipolarnych BC107A. Wyznaczy¢ wartosci
elementow tak aby wzmocnienie rdéznicowe uktadu Kur  bylo rowne 25 [V/V], a
wspotczynnik thumienia sygnatu sumacyjnego CMRR wynosit 66 [dB]. Obliczy¢ wartosci
napie¢ zasilajacych uktad oraz poda¢ wartos$ci réznicowej rezystancji wejsciowej Rwer 1
rezystancji wyjsciowej Rwy wzmacniacza. Rezystancja obciazenia uktadu jest rowna 1.1kQ.
Do obliczen zalozy¢, ze punkty pracy tranzystoréw T1 1 T2: Ucgq = 3V, Icq = 2mA. Wartosci
elementow modelu hybryd TT tranzystorow wynosza: ty. = 2.57kQ, rcg = 58.5kQ, gm =
78.4mS. Dla tranzystorow Tz, Ti, rowniez typu BC107A, pracujacych w uktadzie lustra
pradowego, przyjac napigcie Early’ego Us rowna 100V.



Zadanie 3.

Na rys. 3 przedstawiono symetryczny wzmacniacz roéznicowy zrealizowany na
tranzystorach polowych typu BF245A. Rezystancja obciazenia uktadu Ry jest rowna 4.7kQ.
Nalezy wyznaczy¢ pozostate wartos$ci rezystancji wzmacniacza tak aby jego réznicowe
wzmocnienie napigeciowe Kur byto réwne 5 [V/V]. Nastgpnie nalezy obliczy¢ jego rezystancje
réznicowa wejsciowa Rwer oraz rezystancj¢ wyjsciowa Rwy oraz wartosci napigé zasilajacych
uktad,. Do obliczen przyja¢ punkt pracy tranzystorow Ti, Tz: Ing = 4mA, Upsq = 3V oraz
nastgpujace warto$ci parametréw matosygnatowych obu tranzystorow: gn = 3.84mS, gus
5.45uS. Dla tranzystoréow bipolarnych Ts, T, typu BC107A, pracujacych w ukladzie lustra
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Rys. 2. Schemat niesymetrycznego wzmacniacza rdznicowego

pradowego, przyjac napigcie Early’ego Us rowna 100V.
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Rys. 3. Schemat wzmacniacza r6znicowego zbudowanego w oparciu o tranzystory polowe
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